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摘 要

本研究主要探討以掃描探針顯微鏡(Scanning probe microscopy)之微影蝕刻技術(Lithography)製作與特性，試著製作出約瑟芬

穿隧元件之弱連接處，並研究其特性變化。使用射頻磁控濺鍍系統(RF magnetron sputtering)於鈦酸鍶（SrTiO3）基板上，

成長膜厚150 nm的鑭鍶錳氧磁性薄膜，再利用黃光微影技術(Photolithography technology)和離子蝕刻技術(Ion etching)製作出

微橋圖形，最後再由原子力顯微鏡(AFM)作出奈米級氧化物， 最後實驗結果顯示當我們施加偏壓在8V，掃描速度在0.05 

μm/scn，下針壓力為0.8nN時，所觀察到的溫度對電阻、溫電對磁組變化率，會接近穿隧元件之特性，在10K時磁組變化

率有0.47%以上。以穿隧效應來說校果並不顯著，但是也顯示著此技術對於量子干涉元件(SQUID)仍有改善的空間。

關鍵詞 : 黃光微影蝕刻、掃瞄探針顯微鏡、鑭鍶錳氧
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